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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-0 (1966)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS A
SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Partie Zéro : Généralités et terminologie

PREAMBULE

n

2)

3)

4)

La présente recomma

et Microcircuits intégpeés.

Les proj
Kreuznach en
s leprésent complément ont été diffusés aux Comités nationaux pour approbation
suivant la Regle des S i 0 . 1ls furent réexaminés lors de la réunion tenue & Tokyo en 1965 et diffusés-aux

oncés explicitement en faveur de la publication de ces termes:

Japon

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suede

Danemark Suisse

Etats-Unis d’Amérique Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Une série de termes supplémentaires fut discutée lors des réunions tenues a Philadelphie en 1964, puis a Tokyo en 1965,
4 la suite de quoi 28 termes furent soumis a I’approbation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en octobre 1966.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ces termes supplémentaires:

Allemagne Israél

Australie Ttalie

Belgique Japon

Canada Pays-Bas

Corée (République de) Pologne

Danemark Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique Suede

Finlande Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-0 (1966)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES AND
GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part O: General and terminology

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technigal

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are g
sense.,

3) Inorder to promote this international unification, the I E C expresses

rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recognized of extending interna
national standardization rules with these recoin

The drafts used ag
in 1963.

The following

Netherlands

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Japan United States of America

A series of additional terms was discussed at the meetings held in Philadelphia in 1964 and in Tokyo in 1965, as a result
of which 28 terms were submitted to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in October 1966.

The following countries voted explicitly in favour of the publication of these additional terms:

Australia Japan

Belgium Korea (Republic of)

Canada Netherlands

Denmark Poland

Finland Sweden

France Turkey

Germany Union of Soviet Socialist Republics
Israel United Kingdom

Ttaly United States of America
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CHAPITRE 0: GENERALITES

Page 28
0-2.9 Thyristor

Dispositif & semiconducteurs bistable, comprenant trois jonctions ou plus, qui peut étre
commuté de I’état bloqué a 1’état passant ou vice versa.

Note. — On utilise le terme « thyristor » comme terme générique pour couvrir toute la gamme des commutateurs
de type PNPN. :
Tl peut étre employé seul pour n ’importe quel membre de la famille des thyrlstOls, a condition qu’il n’en
résulte aucune ambiguité ni aucune confusion. En particulier, le terme abrégé « thyristor» est trés utilisé
pour désigner le thyristor triode bloqué en inverse, autrefois appelé: «redresseur contrdlé a semi-
conducteurs ».

CHAPITRE I1I: THYRISTO

Note. — Les termes suivis par un astérisque (*) ne sont pas apph i-digectionnels.

nr- 1. Types de thyristors
(Voir figures 1 et 2, pages 10 et 12.)

>

Comportement dans le \)
troisiéme quadra;
Bloqug sant Commutant
Nombre de bornes

\ Y \) Thyristor diode Thyristor diode

dio bleg en invodrse passant en inverse bi-directionnel
\“sto'/rlode Thyristor triode Thyristor triode

/\ (trio ué en inverse passant en inverse bi-directionnel

. ] Me;se *

rnes qui pour une tension d’anode négative ne commute pas, mais
bloqué en inverse.

iStor & trois bornes qui pour une tension d’anode négative ne commute pas, mais
préseyte un état bloqué en inverse.
11 - 1.3 Thyristor diode passant en inverse *
Thyristor a deux bornes qui pour une tension d’anode négative ne commute pas et conduitde
forts courants & des tensions d’amplitude comparable 4 celle de la tension directe & I'état passant.
Il - 1.4 Thyristor triode passant en inverse *
Thyristor & trois bornes qui pour une tension d’anode négative ne commute pas et conduit de
forts courants a des tensions d’amplitude comparable a celle de la tension directe & I’état passant.
I —~ 1.5  Thyristor diode bi-directionnel

Thyristor & deux bornes présentant sensiblement le méme comportement de commutation
dans le premier et le troisiéme quadrants de la caractéristique principale.
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CHAPTER ¢: GENERAL

Page 29
0-2.9 Thyristor

A bi-stable semiconductor device comprising three or more junctions which can be switched
from the off-state to the on-state or vice versa.
Note. — The term “thyristor” is used as a generic term to cover the whole range of PNPN type switches.
It may be used by itself for any member of the thyristor family when such use does not result in

ambiguity or misunderstanding. In particular, the abbreviated term “thyristor” is widely used for the
reverse blocking triode thyristor, formerly called “semiconductor controlled rectifier”.

CHAPTER [II: THYRISTORS

Note. — The terms followed by an asterisk (*) do not apply to bi-directi

111 - 1. Types of thyristors
(See Figures 1 and 2, pages 11 and 13).

Behaviour in the \)
third quadrant
Blockin on in Switching
Number of terminals
2 Reveérse bl g Me conducting Bi-directional
(diode) @ /_HTM& yrista iode thyristor diode thyristor

evegse b %/ Reverse conducting Bi-directional
triode thyrister triode thyristor triode thyristor

)

Imm-1.1

nr-1.2
ital thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits
king state. '
IIL - 1.3 Reverse conducting diode thyristor *
A two-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts
large currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage.
11— 1.4  Reverse conducting triode thyristor *
A three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts
large currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage.
IIL- 1.5  Bi-directional diode thyristor

A two-terminal thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and
third quadrants of the principal characteristic.
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